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1.はじめに 

グラフェンのデバイス化には接合の作製技術が必要不可欠である。従来の研究のほとんどは、2 次元

状のグラフェン平面の面内方向に p-n 接合を作製したものである。面内接合は原理的に急峻な接合が得

ることが出来ないため、優れた特性は得られない。本研究では、急峻で優れた接合特性を得るための

新たなデバイス構造を提案する。SiC 上グラフェンの直接接合技術により、グラフェン積層接合を作製

し、その電気特性を測定した。 

 

2.グラフェン積層接合 

 半絶縁 SiC 基板上に単結晶グラフェンを形成した 2 枚の試料のグラフェン面同士を直接重ね合わせ

る事により積層接合を形成する。SiC 上グラフェンの初期状態は n-type である。これを水素雰囲気中で

加熱することにより、p-type の SiC 上グラフェンが得られる。[1]これらの n-type、p-type のグラフェン

を組み合わせることにより、n-n 積層接合、p-n 積層接合が得られる。 

 

3.実験結果 

本研究では 4H-SiC 半絶縁基板 10mm 角をアルゴン雰囲気中(100Torr)で加熱し作製した SiC 上単層グ

ラフェン試料を用いている。I-V 測定には半導体パラメータアナライザ(KEITHLEY4200-SCS)を用いた。

試料は表面(グラフェン)側が凸になるように荷重を掛け、グラフェン同士のみを接触させており、荷

重により接触面積を変化させることが出来る。n-n 積層接合の場合、荷重を大きくすると、抵抗値は

415[Ω]まで減尐し、オーミックな特性となる(Fig.1)。荷重を小さくすると、Fig.2 に示すような対称的

で非線形な I-V 特性となる。さらに、水素処理グラフェン試料を用いた p-n 積層接合においては、Fig.3

に示すような、非対称で非線形な I-V 特性が得られることを見出した。これらの結果は急峻な接合が

形成されていることを示している。 

本報告は SiC 上グラフェンを用いたグラフェン直接接合の初めての報告である。 
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